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(54) Transpondeur actif commutable en transpondeur passff 



(57) La presente invention concerne un transpon- 
deur actif (10) comprenant une antenne (3), un moyen 
de traitement (5) agence pour pouvoir recevoir et fournir 
k I'antenne des donnees dldentif ication k emettre, et un 
moyen d'alimentation (7). Ce transpondeur est caracte- 
ris6 en ce qull comprend en outre un moyen de stoc- 
kage (12) agence pour pouvoir stocker de I'energie 
eJectrique, un moyen de comparaison (14) agence pour 
pouvoir comparer la valeur de signal d'alimentation 
electrique foumie k une valeur predeterrrrinee (Vth), et 
un moyen de commutation (16) agence pour pouvoir 



connecter le moyen de traitement au moyen de stoc- 
kage ou au moyen d'alimentation, en fonction du resul- 
tat de la comparaison. Un avantage du moyen de 
commutation est de permettre au transpondeur de 
determiner si la valeur de tension foumie par le moyen 
d'alimentation, est suffisante pour assurer rafimentation 
electrique des drff erents composants du transpondeur, 
notamment pour realiser les fonctions eJementaires 
desirees. 
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Description 

[9001] La prSsente invention ooncerne le domaine 
des transpondeurs actifs et, plus precisSment, dee 
transpondeurs actifs commutables en transpondeurs s 
passifs. 

[0002] II exists classiquement un grand nombre de 
dispositifs portatifs pour reaJiser Tidentification a dis- 
tance d' un objet inconnu. Typiquement, des donnSes 
sont transferees, sous forme de signaux radioSlectri- 10 
ques, entre une station de base fixe servant d'Smetteur- 
rScepteur, et un dispositif portatif que Con realise usuel* 
lement en utilisant un transpondeur. 
[0003] On doit distinguer classiquement deux types 
de transpondeurs. 15 
[0004] On qualrfie de "passif " un transpondeur qui 
convertit un signal radioSlectrique provenant d'une sta- 
tion de base, en une tension eiectrique qui foumit 
ensuite la puissance eiectrique necessaire au fonction- 
nement du transpondeur A cet effet un transpondeur 20 
passif comprend une antenna agencee pour pouvoir 
recevoir et Smettre des signaux radio6!ectriques conte- 
nant des donnees, un condensateur de stockage con- 
nects a Tantenne, pour pouvoir stacker de I'dnergie 
Slectrique regue par Tantenne, et un circuit intSgre con- 2s 
necte k Tantenne et au condensateur de stockage, pour 
pouvoir traiter les donnees regues par Tantenne, et four- 
nir a cette derniSre d'autres donnSes a Smettre sous 
forme de signal radioSlectrique. On note que le conden- 
sateur de stockage realise, dans un tel transpondeur, la so 
fburniture de Talimentation Slectrique du circuit int6gr6. 
[0005] On qual'rf ie de "actif le transpondeur tel que 
d6crit ci-dessous. La figure 1 represente un tel trans- 
pondeur dta'gn6 par la reference 1. Ce transpondeur 
comprend une antenne 3 agenc6e pour pouvoir rece- 35 
voir et Smettre des signaux radioeiectriques contenant 
des donnees, un circuit integre 5 connects a Tantenne 
3, pour pouvoir traiter des donnees regues par Tantenne 
3, et foumir a cette derniere d'autres donnees a Smettre 
sous forme de signal radioSlectrique. Le transpondeur 40 
actif 1 comprend en outre une source de puissance 
Slectrique interne, qui est communSmerrt reaiisSe par 
une batterie au lithium, designee dans la f igure 1 par la 
reference 7. On note que la batterie 7 realise, dans un 
tel transpondeur, la fburniture de Talimentation electri- 48 
que des diff6rents composants. 
[0006] Des transpondeurs actifs sent utilises pour 
transmettre des donnees sur de grandes distances. Par 
exemple, on utilise communement dans une de pour 
rSaliser la commande a distance de Touverture d'une so 
porte de vShicule, sans qull y ait un contact materiel 
entre la porte et la c!6, ni mSme une action de Tutilisa- 
teur sur cette cIS. 

[0007] Un inconvenient d'un tel transpondeur actif 
reside dans le fait qu'il foncttonne normalement, tarrt ss 
que la batterie foumit une tension eiectrique suffisante 
pour alimenter Tensemble des composants du trans- 
pondeur. Ainsi, dans Texemple deja cite ou un transpon- 



deur actif est incorpore dans une cie, supposons que la 
batterie ne fournit plus un niveau de tension suffisant 
pour assurer le bon fonctionnement du transpondeur. 
Dans ce cas, le transpondeur ne permet plus de foumir 
la commande de Touverture de la porte, ce qui est 
generalement gSnant pour TutiHsateur du vShicule. 
[0008] Un objet de la presente invention est de prSvoir 
un transpondeur actif paliiant les inconvSnients des 
transpondeurs actifs classtques, notamment relative- 
ment a son fonctionnement quand la batterie fournit une 
tension eiectrique insuffisante pour alimenter Tensem- 
ble des composants du transpondeur. 
[0009] Un autre objet de la presente invention est de 
prevoir un transpondeur actif repondant aux critSres tra- 
drtionnels dans {Industrie des semi-conduct eurs, de 
complexite et de coOt. 

[001 0] Ces objets, ainsi que d'autres, sont atternts par 
le transpondeur actif selon la revendication 1. 
[0011] Un avantage du moyen de commutation du 
transpondeur selon la presente invention, est de per- 
mettre a ce transpondeur de determiner si la vaieur de 
tension fournie par le moyen d'alimentation, est suffi- 
sante pour assurer Talimentation eiectrique des diffS- 
rents composants du transpondeur, notamment pour 
rSaliser les fonctions elementaires desirees, 
[001 2] Un autre avantage du moyen de commutation 
du transpondeur selon la presente invention, reside 
dans le fait que son agencement permet d'empecher la 
mise en conduction d'un transistor parasite de type 
bipolaire vertical, quand les transistors k effet de champ 
de ce moyen sont Woques. . 
[001 3] Un autre avantage du moyen de commutation 
du transpondeur selon la presente invention, reside 
dans le fait que son agencement fournit une fefole chute 
de tension entre ses bomes d'entrSe et sa borne de sor- 
tie, ce qui permet de reaJiser Talimentation eiectrique du 
moyen de traitemerrt a une tension qui est sensfclement 
egale a celle fournie par le moyen d'alimentation. 
[0014] Un avantage du transpondeur selon la pre- 
sente invention, reside dans le fait qu'il est constituS de 
composants usuellement realises dans I Industrie des 
semi-conducteurs, notamment par des Stapes de fabri- 
cation d'une f iliSre de type CMOS connue en soi. 
[001 5] Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi 
que d'autres, de la presente invention apparaTtront plus 
clairement a la lecture de la description detainee d'un 
mode de realisation pref SrS de (Invention, donne a titre 
d'exemple uniquement, en relation avec les figures join- 
tes. parmi lesquelles : 

- la figure 1 deja citee represente un transpondeur 
actif dassique; 

- la figure 2 represents un transpondeur actif selon la 
presente invention; et 

la figure 3 represente un mode de realisation pre- 
fers du moyen de commutation du transpondeur de 
la figure 2. 
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[001 6] La figure 2 represents un transportdeur actrf 1 0 
selon la pr6sente invention. 

[0017] On note que !e transpondeur represente en 
figure 2 est proche du transpondeur 1 represente en 
figure 1. Ainsi, par soud de simplicity, les composants s 
representee en figure 2 et designee par les mdmes refe- 
rences que ceux repr6sent6s en figure 1 . sent sensible- 
merit identiques k ceux designee en figure 1 . 
[001 8] Comme le represente la figure 2, le transpon- 
deur actif 10 comprend une anterme 3, un moyen de 10 
traitement 5. et un moyen d'alimentation 7. 
[001 9] L'antenne 3 est agenc6e pour pouvoir recevoir 
et emettre un signal radioeiectrique contenant des don- 
nees. L antenne 3 comprend deux bornes de con- 
nexion 30 et 31 par lesquelles sort fournies, sous la is 
forme cfun signal eiectrique, les donnees regues ou les 
donnees k 6mettre. 

[0020] On realise de preference fantenne 3 en for- 
mantune bobine, comme cela est connu en soi. 
[0021] Le moyen de traitement 5 est agence pour pou- 20 
voir trait er les donnees regues et foumir les donnees k 
6mettra A cet effet, le moyen de traitement 5 comprend 
deux bornes de connexion 50 et 51 connectees respec- 
tivement aux bomes 30 et 31 de rantenne 3. En outre, 
le moyen de traitement 5 comprend une borne de 2s 
masse 52 connectee k la masse du transpondeur 10. et 
une borne d'alimentation 53 destinee k recevoir la ten- 
sion cf alimentation Vdd. comme cela sera d6crit d- 
apres. Le moyen de traitement 5 comprend egaiement 
deux bornes de connexion suppiementaires designees 30 
54etSS. 

[0022] On realise de preference le moyen de traite- 
ment 5 en formant un bloc logique dassique et une 
interface dassique dispos6e errtre ce bloc et rantenne 

3. 35 

[0023] Le moyen d'alimentation 7 est agence pour 
pouvoir fburnir une tension eiectrique V1 suff 'tsarrte pour 
afimenter eiectriquement I'ensemble des composants 
du transpondeur 1 0. A cet effet. le moyen d'alimentation 
7 comprend une borne de fournrture 70 pour fburnir la 40 
tension V1, et une borne de masse 71 connects k la 
masse du transpondeur 10. 

[0024} On realise de preference le moyen d'alimenta- 
tion 7 en utilisant line batterie au lithium dassique. 
[0025]- Le transpondeur 10 comprend en outre un 46 
moyen de stockage 12, un moyen de comparaison 14, 
et un moyen de commutation 1 6. 
[0026] Le moyen de stockage 12 est agence pour 
pouvoir stacker de renergie eiectrique, et fburnir une 
tension eiectrique V2. A cet effet, le moyen de stockage so 
12 comprend une borne de fournrture 120 pour fburnir 
la tension V2. et une borne de masse 121 connectee k 
la masse du transpondeur 10. 
[0027] On realise de preference le moyen de stockage 
1 2 en formant un condensateur, comme cela est connu ss 
en soi. 

[0028] Le moyen de comparaison 14 est agence pour 
pouvoir comparer la tension eiectrique V1 kun seuil de 



tension predetermine Vth. A cet effet, le moyen de com- 
paraison 14 comprend une premiere borne d'entree 140 
connectee k un moyen de memorisation 18, pour rece- 
voir le seuil Vth, et une seconde borne d'entree 141 
connectee k la borne 70 du moyen d'alimentation 7, 
pour recevoir la tension V1. Le moyen de comparaison 
14 comprend egaiement une borne de sortie 142 con- 
nectee k la borne 54 du moyen de traitement 5, pour 
fburnir k ce moyen un signal eiectrique V3 contenant le 
resultat de la corrparaison errtre la tension V1 et le seuil 
Vth. 

[0029] On note que la valeur du seuil Vth est choisie 
et memorisee pour repondre k des entires predetermi- 
nes de bon fonctionnement du transpondeur 10rc'est-&- 
dire pour determiner si la valeur de tension fournie par 
la batterie est suffisante pour assurer I'alimentation 
eiectrique du transpondeur 1 0, necessaire pour r6aliser 
des fbnetions desirees telle que la fournrture k distance 
d'un signal de commande de I'ouverture d 1 une porte de 
vehicule. 

[0030] On realise de preference le moyen de compa- 
raison 14 en utilisant un amplificateur op6rationnel, 
comme cela est connu en soi. 
[0031] Le moyen de commutation 16 est agence pour 
pouvoir connecter le moyen de traitement 5 au moyen 
de stockage 12 ou au moyen d'alimentation 7, sous la 
commande du moyen de traitement 5, et en fonction du 
resultat de la comparaison de la tension V1 au seuil Vth: 
A cet effet, le moyen de commutation 16 comprend une 
premiere borne d'entree 160 connectee k la borne 70 
du moyen d'alimentation 7, pour recevoir la tension V1, 
une seconde borne d'entree 161 connectee k la borne 
120 du moyen de stockage 12, pour recevoir la tension 
V2, au moins une borne de commande 162 connectee 
k la borne 55 du moyen de traitement 5, pour recevoir 
de ce moyen un signal eiectrique de commande de 
commutation, et une bornede sortie 163 connectee k la 
borne 53. pour foumir au moyen de traitement 5 la ten- 
sion Vdd necessaire k son alimentation eiectrique. 
[0032] On note que le moyen de traitement 5 est pro 1 
gramme de maniere k pouvoir foumir, par la borne 55, 
la commande de commutation au moyen 16, en 
reponse au signal eiectrique V3 regu par la borne 54. 
[0033] On va decrire d-apr&s un mode de-realisation 
pretere du moyen de commutation 16 du transpondeur 
10. 

[0034] La figure 3 represente un schema eiectrique du 
moyen de commutation 16. 

[0035] Le moyen de commutation 16 est forme de 
quatre transistors Ta. Tb. Tc et Td qui, dans I'exemple 
represente en figure 3. sort des transistors k effet de 
champ k canal de type P. 

[0036] Les references Sa, Da etGadesignent respeo- 
tivement la borne de source, la borne de drain et la 
borne de grille du transistor Ta. On designera de fagon 
sirrrilaire les bornes de source, de drain et de grille des 
transistors Tb. Tc et Td 

[0037] Les transistors Ta k Td sort connectees en 
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serie. de la fagon suivanta Las bornes Ga & Gd sont 
c»rinectees respectivement k quatre bornes de com- 
mande d#signtes 162a k 162d, de sorte que chacun de 
ces transistors peut recevoir, du moyen de trartement 5, 
ladite commande de commutation, de maniere k etre 
conducteur ou bloque. Les bornes Sa et Sd sont con- 
nectees respectivement aux bornes 160 et 161. pour 
recevoir respectivement les tensions V1 et V2. Les bor- 
nes SbetSc sort connectees* la borne 163 du moyen 
de c om m u tation 16, et les bornes Da et Dc sont con- 
nect6es respectivement aux bornes Dbet Dd. 
[0038] Lhomme de I'art note que la chute de tension 
entre les bornes 163 et 160, et la bornes 163 et 161 est 
de rordre de 200 mV, dans le cas o£i on forme des tran- 
sistors Ta k Td k canal de type P dans quatre caissons 
respectrfs de type N faiblement dope, ces caissons 
^nt form6s dans un substrat de silicium de type P fai- 
blement dope. 

[0039] De preference, on realise I'ensemble des com- 
posants du transpondeur 10, en formant une structure 
integree par des Stapes de fabrication d'une filiere de 
type CMOS connue en soi. Typiquement, dans leur 
mode de realisation pref 6r6 respectif susmentionne, on 
realise de fagon monolithlque, dans un unique substrat 
semi-conducteur, le moyen de traitement 5, le moyen de 
stockage 12, le moyen de comparaison 14 et le moyen 
de commutation 16. A titre de variante, on peut prevoir 
de realiser egatement de fagon monolithique. en plus de 
ces composants, I'antenne 3. 
[0040] Vhomme de Tart note que ragencement du 
moyen de commutation du transpondeur 1 0 est avanta- 
geux, puisqull empeche la mise en conduction d'un 
transistor parasite de type bipolaire vertical, quand les 
transistors k effet de champ de ce moyen sont Woques. 
En effet, dans le cas decrit en relation avec la figure 3, 
ces transistors sont k canal de type P, la borne de drain 
Da est connectee avec la borne de drain Db, et la borne 
de drain Dc est connects avec la borne de drain Dd. 
On rappellera qu'un transistor parasite de type bipolaire 
vertical associe k un transistor k effet de champ et k 
canal de type P devient conducteur seulement si la ten- 
sion de drain de ce transistor est superieure k la tension 
de source de Tordre de 0,6 V. Or une telle mise en con- 
duction ne peut se produire quand les transistors Ta et 
7b, respectivement Tc et Td, sont Woqu6s, puisque les 
bornes de drain de ces transistors sont dans un etat de 
haute imp6dance. 

[0041] A titre de perfectjonnement, on peut program- 
mer le moyen de traitement 5 pour realiser des fbnc- 
tions sp6cifiques supp!6mentaires. Typiquement le 
moyen de traitement 5 peut fitre programme de maniere 
k pouvoir commander, suite k la reception d'un signal 
de commande sp6cifique par I'antenne 3. la commuta- 
tion du transpondeur 10 en transpondeur passif, ind6- 
pendamment de la valeur de la tension V1 fournit par le 
moyen d'alimentation 7. 

[0042] Onvamaintenantdecrirelefonctionnementdu 
transpondeur selon la pr6sente invention, en se referant 



aux figures 2 et 3 decrites ci-dessus. 
[0043] Considerons le cas ou le moyen d'alimentation 
7 fournit une tension V1 qui est superieure au seuil Vth. 
Dans ce cas. la valeur de tension fournie par le moyen 

5 d'alimentation 7 est suffisante pour assurer I'alimenta- 
tion eiectrique du transpondeur 10, n6cessaire pour 
realiser des fbnctions desir6es. En consequence, le 
moyen de traitement 5 commande au moyen de com- 
mutation 16 la conduction des transistors Ta et Tb, et le 

10 blocage des transistors Tc et Td. Ainsi la tension Vdd 
est sensiblement egale k la tension V1 . 
[0044] Le transpondeur 1 0 ainsi connecte fonctionne 
done comme un transpondeur actif tel que d6crit ci-des- 
sus. Autrement dit, I'antenne 3 emet des signaux 

15 radioeiectriques corrtenant des donn6es destin6es k 
etre regues par une station de base. Ces signaux sont 
fournis par le moyen de traitement 5 qui regoit une ten- 
sion d'alimentation Vdd continue egale k la tension V1 , 
tant que cette derniere est inferieure au seuil Vth. 

20 [0045] Considerons maintenant le cas ou le moyen 
d'alimentation 7 fournit la tension V1 k une valeur qui 
est inferieure au seuil Vth. Dans ce cas, la valeur de 
tension fournie par le moyen d'alimentation 7 n'est plus 
suffisante pour assurer I'alimentation eiectrique du 

25 transpondeur 1 0, necessaire pour realiser des fbnctions 
desirees. En consequence, le moyen de traitement 5 
commande au moyen de commutation 16 la blocage 
des transistors Ta et Tb, et la conduction des transistors 
Tc et Td. Ainsi la tension Vdd est sensiblement egale k 

30 la tension V2. 

[0046] Le transpondeur 1 0 ainsi connecte fonctionne 
done comme un transpondeur passif tel que decrit ci- 
dessus. Autrement d'rt. une station de base emet des 
signaux radioeiectriques corrtenant des donnees et de 

35 renergie eiectrique. Quand le transpondeur 10 est 
place au proche voisinage de la station de base, 
i'antenne 3 regoit lesdites donnees qui sont alors trai- 
tees par le moyen de traitement 5, ainsi que de renergie 
eiectrique qui est ensuite stockee dans le moyen de 

40 stockage 1 2. En reponse, le moyen de traitement 5 four- 
nit k I'antenne 3 cfautres donnees qui sont destin6es k 
§tre regues par la station de base. Ces signaux sont 
fournis par le moyen de trartement 5 qui regoit une ten- 
sion d'alimentation Vdd egale k la tension V2, cette ten- 

46 sion provenant de renergie eiectrique stockee dans le 
moyen de stockage 12. 

[0047] Considerons enfin le cas ou le moyen de trai- 
tement 5 est programme pour realiser des foncrJons 
specif iques sippiementaires, comme cela est decrit ci- 

50 dessus. Une action exterieure au transpondeur 1 0 four- 
nit ledrt signal de commande specif ique, de sorte que 
I'antenne 3 regoit ce signal. Le moyen de traitement 5 
commande alors la commutation du transpondeur 1 0 en 
transpondeur passif, a llnstar du cas pr6c6demment 

55 decrit. 

[0043] L'homme de I'art note que I'agencement du 
moyen de commutation du transpondeur selon la pre- 
serve invention, est avantageux, puisqu' il permet k ce 
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transpondeur de determiner si la valeur de tension four- 
nie par la batterie est sufftsante pour assurer son ali- 
mentation eiectrique, notamment pour r6aliser les 
fonctions 6l6mentaires d6sir6es. par exemple la foumi- 
ture k distance d'un signal de commande de I'ouverture s 
cfune porte de v6hicule. 

[0049] II va de soi pour I'homme de I'art que la des- 
cription d6tailI6e d-dessus peut subir diverses modifica- 
tions sans sortir du cadre de la prdsente invention. A 
titre de variants, on peut rdaliser le moyen de commuta- 10 
tion du transpondeur selon ia presente invention, en for- 
marrt des transistors k effet de champ k canal de type N 
dans quatre caissons respectrfs de type P fakement 
dop^, ces caissons 6tant formes dans un substrat de 
silidum de type N feiblement dope, is 

Revendi cations 

1 . Transpondeur actif (10) conprenant : 

20 

une antenne (3) agenc6e pour pouvoir recevoir 
et 6mettre au moins un signal radioeiectrique 
contenant des donn6es; 
un moyen de traitement (5) connects k 
I'antenne, et agenc6 pour pouvoir recevoir et ss 
foumir k i'antenne des donn6es d'identif ication 
k 6mettre sous forme de signal radioeiectrique; 
et 

- un moyen d'alimentation (7) agenc6 pour pou- 
voir fournir un signal d'alimentation eiectrique so 

•i -de ('ensemble des composarrts du transpon- 
deur, ce transpondeur etant caracterise en ce 
qull comprend en outre : 
un moyen de stockage (12) agence pour pou- 
voir stacker de T6nergie eiectrique; 35 
un moyen de comparaison (14) connects au 
moyen d'alimentation, et agence pour pouvoir 
comparer la valeur de signal d'alimentation 
eiectrique foumie k une valeur pr6d6termin6e 
(Vth); et 40 
un moyen de commutation (16) connects au 
moyen de comparaison, au moyen de trarte- 

- - ment au moyen de stockage et au moyen d'ali- 

mentation* et agence pour pouvoir connecter le 
- moyen de traitement au moyen de stockage ou 46 
au moyen d'alimentation, en fonction du rSsul- 
tat de la comparaison. 

2. Transpondeur actif (10) selon la revendication 1, 
caracterise en ce que le moyen de traitement (5), le so 
moyen de stockage (1 2), le moyen de comparaison 
(14) et le moyen de commutation (16) sont realises 

de fagon monolithique dans un unique substrat 
semi-conducteur. 

55 

3. Transpondeur actif (10) sebn la revendication 2, 
caracterise en ce que I'antenne (3) est r£alis£e de 
fagon monolithique dans ledit substrat 



4. Transpondeur actif (1 0) selon la revendication 2 ou 
3, caracterise en ce que le moyen de commutation 
(1 6) est form6 dans un substrat de silidum de type 
P fakement dope, dans lequel sont formes des 
premier, deuxi&me, troisieme et quatrieme cais- 
sons de type N feiblement dope, dans chacun des- 
quels est forme respectivement un premier, 
deuxieme, troisieme ou quatrieme transistor k effet 
de champ (Ta Tb, Tc, Td) k canal de type P. 

5. Transpondeur actif (10) selon la revendication 4, 
caracterise en ce que les premier, deuxieme. troi- 
si&me et quatrieme transistors (Ta, Tb, Tc, Td) sont 
connectees en s6rie, en ce que les bomes de grille 
(Ga, Gb, Gc Gd) des premier, deuxieme, troisi&me 
et quatrieme transistors sont connects au moyen 
de traitement (5). en ce que les bornes de source 
(Sa, Sd) des premier et quatrieme transistors (Ta. 
Td) sont connectees respectivement au moyen 
d'alimentation (7) et au moyen de stockage (12). et 
en ce que les' bornes de drain (Db, Dc) des 
deuxieme et troisi&me transistors (Tb. Tc) sont con- 
nectees au moyen de traitement (5) pour servir de 
borne d'alimentation eiectrique du moyen de traite- 
ment 

6. Transpondeur actif (1 0) selon la revendication 2 ou 
3. caracterise en ce que le moyen de commutation 
(16) est forme dans un substrat de silidum de type 
N feiblement dope, dans lequel sont formes des 
premier, deuxieme. troisi&me et quatrieme cais- 
sons de type P feiblement dope, dans chacun des- 
quels est forme un premier, deuxieme, troisi&me ou 
quatrieme transistor k effet de champ k canal de 
typeN. 

7. Transpondeur actif (10) sebn la revendication 6, 
caracterise en ce que les premier, deuxieme, troi- 
sieme et quatrieme transistors sont connectees en 
serie, en ce que les bomes de grille des premier, 
deuxieme, troisi&me et quatrieme transistors sont 
connectes au moyen de traitement en ce que les 
bornes de drain des premier et quatrieme transis- 
tors sont connectees respectivement au moyen 
d'alimentation et au moyen de stockage, et en ce 
que les bornes de source des deuxieme et troi- 
sieme transistors sont connectees au moyen de 
traitement pour servir de borne d'alimentation eiec- 
trique du moyen de traitement 

8. Dispositif portatif comprenant un transpondeur actrf 
selon i'une quelconque des revendications pr6ce- 
dentes. 
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